2z filmu, oviem se zfetelem na konstantni citlivost v celém rozsahu pauilte]néhu

osvétleni je vhodné i pro méfici a regulatni techniku.

Na obr. XXIV je nakresleno pouzdro fotonky 1PP75. Zaklad tvori destilka
z monokrystalického kfemiku o rozmérech 4 x 4,5 mm, v destiéce je difuzi vytvoren
prechod PN. Vyvod kladného pélu vnitrniho elektomotorického napéti (pfi pouziti
fotonky jako hradlové) je pripajen na oblast typu P a je oznaten Cervenou tec¢kou.
Desticka s casti vyvodu je zalita do pruhledné zalévaci hmoty.

Klimatick4 odolnost podle CSN 35 8031 je —25/4-85/21.

Obdobné zahraniéni typy: fotonku lze podle elektrickych
vlastnosti porovnat s totonkou BPY44 fy Siemens, kterd ma
ovSem jiné pouzdro. Elektrické vlastnosti jsou uvedeny v tab.

139 a 140 a na obr. 476 az 483.
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Obr. XXI111I. Obr. XXIV.
Tab. 137. Mezni hodnoty fotonek KP101
. hodnota
Nédzev oznacen{ ri]:tﬁllza ——
napdt{ kolektor - emitor UcEo max \'% 32
proud kolektoru Ic max mA 50
| teplota pfechodu ) max °C +125
rozsah skladovacich teplot Datg mio °C | —40 a% 4125
#LE max
celkovy ztratovy vykon bez pHdavného '
chlazeni; #, = +25 °C Prax mW 50
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Obr. 468. Voltampérové charakteristiky fotonky KP101
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Obr. 470. Zévislost fotoelektrického proudu na teploté
okol{ |
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Obr. 469. Voltampérové charakteristiky fotonky
KP101 pro mala osvétleni |
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Obr. 471. Zévislost oitlivosti fotonky na osvétlen



Tab. 138. Statické parametry fotonek KP101 (4, = + 25 °C)

Né ] jed- hodnota
oV oznadeni podminky méfend
notka KP101 |
Ucg =32V; F = 0lx;
Iu nA < 100 ﬁl. — 425 °C
proud za temna
I uA < 80 Eﬂi j"éi Y& B=01x
fotoelektricky proud Iy, mA >1,0 Ugp = 6 V; E = 3 200 Ix
rirazné napdti '
Eulakmr . DI’I:Iit-ﬂr Usriceo v =40 fo=10ud; B =0 h_: ,
irazné &ti |
prirsng napeti |l e = o
100 KP 101 00
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Obr. 472, Graf pro smérovost fotonky
KP101

Obr. 473. Spektralni charakteristika
fotonky KP101
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Obr. 474. Zévislost proudu za temna na teplotd okolf
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Obr. 475. Zavislost dovoleného ztridtového vykonu
®a teploté okolf u fotonky KP101



